BAmplificador Hi-Fi de potencia

con transistores VMOS

Suministra una potencia de 75 W eficaces
sobre 4 ohmios vy 50 W eficaces sobre 8 ohmios.

FRANCISCO BUSQUETS

EI montaje que se presenta a con-
tinuacion es un moédulo ampli-
ficador de potencia de muy alta fide-
lidad. Gracias a la utilizacion de tran-
sistores VMOS de potencia, puede ri-
valizar con las mejores producciones
comerciales actuales.

Se puede utilizar en cualquier apli-
cacién o manera para «rejuvenecer»
un amplificador existente, puesto que
su sensibilidad permite que se monte
a continuacion de cualquier preampli-
ficador para disponer de un sistema
completo, pero también puede utilizar-
se como mddulo de base de un con-
junto de sonorizacion porque suminis-
tra una potencia de 75 W eficaces so-
bre 4 @ y de 50 W eficaces sobre 8 Q.
Antes de examinar el esquema del am-
plificador, invitamos al lector a consul-
tar las caracteristicas del mismo para
comprobar que se trata de un circuito
cuyas prestaciones no tienen nada que
envidiar a los mejores productos del
mercado.

Como se ha indicado anteriormen-
te, en el esquema de la figura 1 puede
comprobarse que este amplificador uti-
liza transistores VMOS de potencia. Es-
tos transistores tienen una estructura
diferente a la de los de pequefia sefial
pero, en cambio, tienen muchos pun-
tos en comun ligados a su tecnologia.
Asi, si bien por ellos puede circular
corriente de varios amperios bajo ten-
siones de varias decenas de voltios,
son controlados por tension, o sea que
no es necesario suministrarles una po-
tencia de control como en los transis-
tores bipolares.

Sus caracteristicas son extremada-
mente lineales, hasta el punto de que
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Fig. 1 - Esquema del amplificador de Hi-Fi de
potencia con transistores VMOS.

recuerdan las de las antiguas valvulas
pentodo. En consecuencia, estos tran-
sistores generan muy poca distorsion
debida a la falta de linealidad. Tienen
un coeficiente de temperatura negati-
vo, lo que significa que la corriente que
circula por ellos disminuye cuando
aumenta la temperatura. Por tanto, en
contraposicién a los transistores bipo-
lares, no estén sometidos al fenéme-

‘no del embalamiento térmico.

Y para terminar, hay que mencio-
nar que tienen una frecuencia de tran-
sicion muy elevada, lo que facilita la
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extension de la banda pasante hacia
las altas frecuencias, a veces incluso
demasiado.

Como puede verse en el esguema
de la figura 1, todas estas caracteristi-
cas permiten realizar circuitos muy
sencillos. El circuito se basa en el em-
pleo del par diferencial TR1y TR2 que
controla el par TR3 y TR4 montado co-
mo espejo de corriente y cargado por
la fuente de corriente constante cons-
tituido por TR5. Los transistores VMOS
de potencia, TR6 y TR7, son excitados
directamente por TR4 y TRS5.



Fig. 2 - Dibujo a tamafo natural de la placa de cir-
cuito impreso para el montaje del amplificador.

El montaje

La placa de circuito impreso repre-
sentada en la figura 2 acomoda todos
los componentes del amplificador ex-
cepto los dos transistores VMOS, que
deben montarse en un radiador de bue-
na calidad si se desean aprovechar las
posibilidades de potencia disponible.
Dichos transistores, a pesar de sus cu-
riosas denominaciones, empiezan a es-
tar disponibles en el comercio espe-
cializado, aunque desafortunadamen-
te con un precio todavia bastante ele-
vado. Teniendo en cuenta la disposi-
cién de sus terminales en la figura 4,
deberan montarse en el radiador con
los accesorios de aislamiento clésicos,
sin olvidar un poco de grasa de sili-
cona.

En la figura 3 puede verse el mon-
taje de los componentes en la placa
de circuito impreso. El choque Z1 se
realizara arrollando hilo esmaltado de
cobre de 1 mm de diametro sobre una
resistencia de 10 @ y 1 W. El nimero
exacto de espiras de la misma no tie-
ne importancia, y bastard con cubrir

el cuerpo de la resistencia. Los extre-
mos del hilo de cobre se soldaran a
los terminales de la resistencia.

La alimentacién debera poder sumi-
nistrar =32 V a plena potencia de sa-
lida del amplificador, pero no debera
ser superior a =44 V en vacio para
que los transistores TR1 a TR5 no que-
den sometidos a una tension superior
a la maxima que pueden soportar. La
alimentacion no es necesario que sea
regulada, pero hay que prever sus
componentes bien dimensionados: 75 W
sobre 4 © significan que hay en juego
una corriente de salida del orden de
4,3 A.

El potenciémetro P1 sirve para ajus-
tar la corriente de reposo de TR6 y TR7
a unos 50 mA, y deberd regularse des-
pués de mantener unos diez minutos
el amplificador en marcha para dar
tiempo a que todos los componentes
alcancen su temperatura de régimen.

Si se comprueba que el amplifica-
dor tiene una tendencia a oscilar en
alta frecuencia, se anadira el conden-
sador Cx en paralelo con R12, cuyo
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Fig. 3 - Disposicién de los componentes en la pla-
ca de circuito impreso, excepto los transistores fi-
nales VMOS, que deben montarse en un radiador
aparte.
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valor puede estar comprendido entre
algunos picofaradios hasta un cente-
nar. Su efecto es el de reducir la ban-
da pasante en las frecuencias eleva-
das, sin que quede afectada la alta fi-
delidad, siempre que su valor no sea
superior a 100 pF.

Utilizacion

Las posibles utilizaciones ya se han
mencionado en la introduccién de es-
te articulo, por lo que no se hara una
reiteracion de las mismas. Lo unico
que merece comentario es que, para
la integraciéon del médulo en un con-
junto, deberan cablearse adecuada-
mente las masas, porgue debido a su
amplia banda pasante, puede ponerse
a oscilar facilmente si no se cuida es-
te detalle. Hay que recordar que las
masas deben reunirse en un punto de
estrella Unico y en la fuente de alimen-
tacién, para evitar bucles de retornos.
Después de esto, sélo queda desear
al lector una buena audicién de sus
piezas musicales favoritas.

Caracteristicas del amplificador

Potencia de salida
75 W eficaces sobre 4 O
50 W eficaces sobre 8 Q

Distorsion armodnica
<0,005% de 20 Hz a 20 kHz a maxima
potencia de salida

Banda pasante
10 Hz a 20 kHz a 0 dB (sin Cx)
10 Hz a 40 kHz a 1 dB (sin Cx)

Sensibilidad
700 mV para la maxima potencia de salida

Impedancia de entrada
47 kQ

Relacién senal/ruido
Mejor que 100 dB
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Fig. 4 - Disposicion de los terminales de los tran-
sistores VMOS de potencia.

Lista de componentes

R1=22 kQ
R2, R4, R12=47 kQ
R3, R5=3,9 kQ
R6=1,5 kQ
R7, R9, R10,
R13, R14=100 Q
R8=12 kQ
R11=47Q
R156=47Q, 3 W
Salvo indicacién, todas las resistencias de
Y2 W, 5%
P1=1 kQ, potenciémetro de
ajuste
C1=2,5uFIB3V, electrolitico
C2 =22 pF, ceramico de disco
C3, C6 =233 pF, ceramico de disco
C4, C10, C11 =100 uF/83 V, electrolitico
C5=10 nF, poliester plano
C7, C8, C9=0,1 uF, poliester plano

[ARANDELAS DE MICA
CON SILICONA

ZRADIADOR

Cx = Ver texto
Z1=Chogue bobinado sobre
resistenciade 10Q, 1W
(ver texto)
AV1=Altavozde 4 26 8 Q, ver
texto
TR1, TR2, TR5=BC 556
TR3, TR4 =BC 546
TR6=K133, 134 6 135
TR7 = J48, 49 6 50 (respetar los
pares 133/48, 134/49,
135/50)
Alimentacion: £32 V
Varios: 1 circuito impreso de 60 X 85 mm,
ver figura 2; 1 radiador, con accesorios,
para TR6-TR7; hilo de conexién; 1 caja
metalica.




